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【緒言】NiO は、酸化物半導体では稀少な p 型伝導性を示すワイドギャップ (3.6eV) 半導体と

して知られており、発光デバイスやパワーデバイスへの応用が期待されている。近年注目を集め

ている Ga2O3 等とのヘテロ接合を見据えて、更に大きなバンドギャップを有する p 型材料が求

められている。そこで、 NiO と同じ岩塩構造を有し、バンドギャップ 7.8 eV である MgO との

混晶である Ni1-XMgXO に注目した。本研究では、ミスト CVD 法による c 面 Al2O3 基板上への 

Ni1-XMgXO 薄膜エピタキシャル成長と、光学バンドギャップの変化について検討した。 

【実験方法】薄膜の作製は、ホットウォール型ミスト CVD 

法で行った。原料溶液として Ni(acac)2 と Mg(acac)2 の混

合水溶液を使用した。成膜温度は 700℃ 、成膜時間は 10 

分とし、 c 面 Al2O3 基板上に成膜した。得られた薄膜に

ついて、Mg 組成、結晶配向性、光学バンドギャップをそ

れぞれ、エネルギー分散型 X 線 (EDX) 分析、X 線回折 

(XRD) 測定、紫外可視分光 (UV-Vis) 法により評価した。 

【結果】各原料溶液組成において、得られた Ni1-XMgXO 薄

膜の XRD 2/スキャンプロファイルを Fig. 1 に示す。い

ずれの Mg 組成の原料溶液を用いた場合でも (111) 配向

した Ni1-XMgXO 薄膜が得られたことが分かる。EDX 分析

により、原料溶液中の Mg 組成を 0–90% と変化させるこ

とで、薄膜中の Mg 組成が 0–30% の範囲で制御できるこ

とが確認できた。図 2 は、UV-Vis を用いて求めた 

Ni1-XMgXO 薄膜の光学バンドギャップの Mg 組成依存性

である。Mg 組成の増大とともに薄膜のバンドギャップが

単調に増加することが確認できた。講演では、詳細な成長

条件と得られた Ni1-XMgXO 薄膜の特性や格子定数につい

ても議論する。 
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